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内容概要

　　光子学是一门研究光子的产生和运动特性、光子同物质的相互作用及其应用的前沿学科，硅光子
学专门研究硅以及硅基异质结材料(诸如sige／si、soi等)等介质材料中光子的行为和规律，着重研究硅
基光子器件的工作原理、结构设计与制造以及在光通信、光计算等领域中的实际应用．《硅光子学》
共19章，分别介绍硅基光子学基础、应用和发展趋势；硅基异质结构和量子结构的物理性质、制备方
法；硅基光子器件，包括硅基发光器件、探测器、光波导器件；硅基光子晶体、硅基光电子集成、硅
基光?连以及硅基太阳能电池．
　　《硅光子学》可以作为高等院校高年级本科生和研究生的教材和参考书，也可作为半导体光子学
、光电集成、光电子器件、信息网络系统、计算机光互连及相关技术领域的科研人员、工程技术人员
的参考书．
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章节摘录

第1章 引言1。
1 信息时代的前沿学科——光子学20世纪是科学技术取得辉煌成就的黄金时代，无论是物理学理论还
是工程技术都获得突飞猛进的发展。
前50年中，以爱因斯坦相对论为代表的理论研究和居里夫妇的放射性探索为代表的科学实验为人类开
辟了新的纪元。
后50年中，以集成电路和激光器为代表的技术发明彻底地改变了人类社会的生活方式，人类进入了一
个发展速度比此前任何时候都快得多的高速发展时期。
由爱因斯坦等科学家创建的电磁学理论、量子力学和相对论使人们对物质世界的内涵有了深刻的理解
和认识，从而使人类对物质世界的利用和改造变得越来越快，引发了能源技术、电子技术和自动化技
术等领域划时代的革命性飞跃。
集成电路、激光器、计算机与光通信的发展把社会物质文明推进到前所未有的高度，为21世纪的持续
发展奠定了坚实雄厚的基础。
作为信息与能量的载体，电子在科学技术的发展中作出了历史性的巨大贡献，科学家和工程师们常
把20世纪称为“电子时代”[1-8]。
进入21世纪后，科学技术的发展呈现一个更加绚丽多姿、更加迅速的局面。
随着社会物质文明和精神文明的高度发达，人们对社会信息的需求量、传输速率有了更高的要求，“
信息”正成为社会成员之间的交流、各种仪器设备的自动控制、地球上的能源和各种物质的利用、外
层空间的研究和开发等社会和科技活动中必不可少的工具，“信息”成了与人人相关的东西，人们一
刻也离不开它，21世纪是一个以“信息”为标志的世纪，因此大家称之为“信息化时代”。
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